
中华人民共和国国家标准
《硅片订货单格式输入规范》
（预审稿）编制说明
1、 工作简况

1、任务来源
根据国家标准化管理委员会《关于下达2012年第一批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2012]50号）的要求，由万向硅峰电子股份有限公司、浙江省硅材料质量检验中心、杭州海纳半导体有限公司等单位负责《硅片订货单格式输入规范》国家标准的起草，计划编号为20120278-T-469。

2、申报单位简况

万向硅峰电子股份有限公司，是一家外商投资股份有限公司，它的前身浙江省开化六O一厂，是由省国防工办投资设立，创建于1968年，是信息产业部所属唯一的半导体硅材料专业生产厂。现有职工人数450人，科技人员160人，占员工总数30%以上，厂区占地面积25万平方米。主要产品为：Ф76.2mm～200mmCZ硅单晶，Ф76.2mm～150mm重掺硅单晶，Ф76.2mm～200mm硅单晶切割、研磨片及Ф76.2mm～150mm硅单晶抛光片，其中大直径重掺砷硅单晶被国家经贸委和科技部列为国家重点新产品，空间用太阳能级硅单晶片因其光电转换效率高、可靠性好，一直被广泛用于我国航空航天领域。
3、主要工作过程
根据任务要求2011年12月开始部署制定《硅片订货单格式输入规范》工作。为圆满完成该标准的制定工作，成立了标准制定工作小组，组织翻译了SEMI M18-0302硅片订货单格式规范全文，并对全文进行研究，了解SEMI相关的标准内容，确定要制定的具体内容。
根据目前国内实际产品结构类型，确定按：硅单晶研磨片、硅单晶抛光片、硅单晶外延片、太阳能电池用硅单晶切割片这四大类产品进行制定。并广泛的征求了有研半导体材料股份有限公司、宁波立立电子股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、南京国盛电子有限公司等硅材料厂家意见，并积极采纳合理化意见，形成了标准草案。2013年7月4日在合肥召开十项标准讨论会，参会单位有：有研半导体材料股份有限公司、浙江省硅材料质量检验中心、杭州海纳半导体有限公司、南京国盛电子有限公司、浙江长兴众成电子有限公司等。与会专家对标准逐项进行了讨论，并达成以下修改意见和建议：

1．将“1范围  本标准适用于太阳能电池用硅单晶切割片、硅单晶研磨片、硅单晶抛光片、硅单晶外延片”，改为“本标准适用于硅单晶研磨片、硅单晶抛光片、硅单晶外延片和太阳能电池用硅单晶切割片”；

2．表1至表4的技术指标要与相应产品国家标准相对应，把其它指标作为资料性附录放在后面，并在每张表的最后加入“表中未列参数由供需双方商定”；

3、将表1中的“机械特性”改为“几何尺寸”，取消表1中的“光致衰减”、“应力”、“偏心”三个指标，；

4、表2和表3中的生长方式，取消“MCZ和NTD”，增加“其他”；

5、取消表2中的“重掺型中硼含量”和“粗糙度”；

6、将表2中的“表面取向”改为“晶向偏离度”，并将“晶向偏离度”合并放在一般特性的“晶向”一起；

7、表2中的“边缘轮廓”分为“有”和“无”，“倒角类型”和“其他”；

8、取消表3中的“衬底级别”“合格质量区的标称边缘去除距离”、“重掺n型硅中硼浓度”、“位错密度”、“背表面处理”；

9、表3中“氧含量”改为“氧含量范围”，在“表面金属杂质含量”中增加钙和铬，将每项指标分列在规格栏内，并增加总的表面金属含量；

10、表3中“硅片制备特性”里分为“氧化膜厚度”、“背损伤”、“背面酸碱工艺”和“激光刻字”；

11、将表3中“直径”、“厚度”和“主参考面位置”放在前面的一般特性里；

12、表3中“正面颗粒”将具体的数据改为“供应双方协商确定”和“填写的空格栏”；

13、将表4中的“净载流子浓度”改为“外延层电阻率”；

14、取消表4中的“化学特性”、“平坦区”、“夹层”、 “合格质量区”、“外来物质”，将“局部光散射体(LLS)”改为“边缘多晶颗粒供需双方商定”；

15、表4中增加“制备特性”；

16、取消6.2条款；

17、将 “8.1 硅片用相应规格的盒子包装，外用洁净的塑料袋密封。每个片盒应贴有产品标签。标签内容至少用包括：产品名称、规格、片数、批号及日期，片盒再装入一定规格的外包装箱，采取防震、防潮措施”改为“各产品包装应符合相关产品的要求”。

18、标准的文字、格式按规定统一进行修改。

根据7月合肥会议讨论修改的讨论稿于2013年8月10日发出征求意见稿，我们编制小组通过采纳各专家的意见并经过再次修改形成了本标准预审稿。
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二、本标准编制的原则和依据

1.标准编制原则
1.1 本标准的编写格式按国家标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写的；
1.2本标准在制定过程中，参考了国际的相关标准，结合目前国内行业内实际使用产品结构和分类的具体情况，并综合考虑了行业的实际需求与未来一段时间内的技术发展要求。
1.3在制定本标准时，不但依据国内生产企业的技术生产现状，还考虑了将来的技术发展趋势。本着适合多数、助进技术进步的原则，制定本标准。

2.2 本标准的依据

本标准的依据有：

A、四大产品相关的国家标准：

GB/T 1550   非本征半导体材料导电类型测试方法
GB/T 1551   硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1553   硅和锗体内少数载流子寿命测定 光电导衰减法
GB/T 1554   硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555   半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1557   硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558   硅中代位碳原子含量 红外吸收测量方法

GB/T 4058   硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法

GB/T 6616   半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法
GB/T 6618   硅片厚度和总厚度变化测试方法
GB/T 6619   硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620   硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6621   硅片表面平整度测试方法
GB/T 11073  硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 12964  硅单晶抛光片

GB/T 12965  硅单晶切割片和研磨片

GB/T 13387  硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法
GB/T 13388  硅片参考面结晶学取向X射线测试方法

GB/T 14139  硅外延片

GB/T 14140  硅片直径测量方法
GB/T 14142  硅外延层晶体完整性检验方法  腐蚀法

GB/T 14144  硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 17169  硅抛光片和外延片表面质量光反射测试方法

GB/T 26068  硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法

GB/T 26071  太阳能电池用硅单晶切割片
GB/T XXXXX   太阳能电池用硅片翘曲度和波纹度测试方法

GB/T XXXXX  太阳能电池用硅片粗糙度及切割线痕检测方法

YS/T 26       硅片边缘轮廓检验方法

YS/T 28        硅片包装

三、采标程度说明
《硅片订货单格式输入规范》是以 SEMI M18-0302《硅片订货单格式》为依据，并根据国内各硅材料行业目前使用的现实情况进行制定的，故整个标准的采标（采用国际标准和国外先进标准）程度确定为非等效。
六、意见的处理
 各单位的意见见《征求意见稿意见汇总处理表》。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准符合我国现行法律、法规和强制性国家标准的要求（相容），无抵触、矛盾之处。

目前国家标准中尚无《硅片订货单格式输入规范》，制定该标准有利于各企业间订货格式更加规范化、更加适应当前我国硅片生产和贸易的需要。
五、主要试验分析及本标准预期效果

我们计划在本标准制定时，充分考虑我国的特点，结合我国的实际情况和产品规格分类制定成我国的国家标准。

目前我国硅材料产品主要分四大类型为：硅单晶研磨片、硅单晶抛光片、硅单晶外延片和太阳能电池用硅单晶切割片。

我们将根据产品不同的特性来制定硅片订货单格式输入规范，为企业订货提供了格式范本，具有实际的指导意义和良好的实际使用效果。

                                     标准编制小组                                 2013年11月13日
